UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY :
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory
typu BC 107, BC 108, BC 109

BN-80
3375-30.01

Zamiast
BN-72/3375-16.05

Grupa katalogou‘;a 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa krzemo-
we, epitaksjalno-planarne tranzystory n-p-n malej
mocy, malej czestotliwosci BC 107, BC 108, BC 109
w obudowie metalowej do zastosowan powszechnego
uzytku oraz w urzadzeniach, w ktérych wymaga si¢
- zastosowania elementéw o wysokiej i bardzo wysokiej
jakosci, zgodnie z okresleniami wg PN-78/T-01515.
Tranzystory przeznaczone s3 do pracy w stopniach wej-
Sciowych i sterujacych wzmacniaczy malej czestotli-

wosci. Tranzystory BC 109 przeznaczone s gtéwnie do’

zastosowan w stopniach wejSciowych o niskim pozio-
mie szumow. Tranzystory BC 107, BC 108, BC 109 sa
komplementarne do tranzystoséw BC 177, BC 178,
BC 179.

Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla tranzy-
storow o:

— standardowej jakosci (poziom jakbs’ci ) —
40/125/04,

ark. 28 — podstawa BIl,

ark. 35 — obudowa C7.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
— CE 22.

SR i |
| =wwe——mu|—=
A
. -
P-
A L
[BN-8D/3375-30.01]

Kolektor tranzystora (C) jest polaczony elektrycznie
z obudows.

— wysokiej jakoSci (poziom jakosci III) — waDHEE
40/125/21, Symbol Wymiary, mm Kat
— bardzo wysokiej jako$ci (poziom jakosci IV) — wymiaru : 2
40/125/56. . min nom max
2. Przykltad oznaczenia tranzystoréw A 4.3 — 51 —
a) o standardowej jakoSci: | a — 2,54") — o
TRANZYSTOR BC 107 BN-80/3375-30.01 40/125/04 Db; —_ — 0,53 i
b) o wysokiej jakosci: o =5 — 58 —
TRANZYSTOR BC 107/3 BN-80/3375-30.01 140/125/21 :
c) o bardzo wysokiej jakosci: @D, 4,5 — i —
TRANZYSTOR BC 107 BN-80/3375-30.01 40/125/56 F —_ — 1,0 o
3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawiera¢ nazwe j 0.92 1,04") 1,16 i
producenta oraz oznaczenie typu (podtypu). Ponadto " 051 - — 121 —
tranzystory wysokiej jakoSci powinny byé znakowane : -
cyfra 3, a tranzystory o bardzo wysokiej jako$ci cyfrg i et — o —
4 umieszczong po oznaczeniu typu. a — - . — 45')
4. Wymiary i-oznaczenia wyprowadzen tranzystora — = — - 90Y)
¥_gb lrgg;nku 1 tabl. 1. Elementy obudowy wg PN-72/ L TP ——
Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Potprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatéw Eiektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 28 paZdziernika 1980 r. jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 113)
W‘YDAWNlCTWA NORMALIZACYJNE 1981. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. 1,50 Nakf. 2600+55 Zam. 12/81 Cena zt 9,00




2 ' BN-80/3375-30.01

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-30.00 p. S.1.

6. Wymagania szczegﬁlo*’we do badan grupy A, B,

CiD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiaroéw:
@ D, @ D, A, [ wg rysunku i tabl. 1,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametréow elektrycznych wg tabl. 2,

c¢) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugoiz¢d-
nych parametrow elektrycznych wg tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie parametrow
elektrycznych w tumr = 125°C (poziom III 1 IV) wg
tabl. 4,

¢) badania podgrupy Bl i CI:

— sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wypro-
wadzen — proba Ub, metoda 2, 2,5 N, 3 cykle; proba
Ua|, 5 N,

— sprawdzenie szczelno$ci — proba Qk, poziom
nieszczelno$ci 6,65 - 10® Pa - dm?/s,

f) badania podgrupy B3 i C9: sprawdzenie wytrzy-
malosci na spadki swobodne — potozenie tranzystora
w czasie spadania — wyprowadzeniami do gory,

g) badania podgrupy B4 i C4 — sprawdzenie wy-
trzymatosci na udary wielokrotne: mocowanie za obu-
dowe,

h) badania podgrupy B6 i1 C6 — sprawdzenie od-
pornosSci na narazenia elektryczne: uklad OB wg

-PN-78/T-01515 tabl. 7. tem=25°C, Ir=10 mA,
Ucg= 30 V dla BC 107 oraz Ucg= 15 V dla BC 108
i BC 109,

i) badania podgrupy C2 — sprawdzenic parame-
trow elektrycznych wg tabl. 3,

j) badania podgrupy C3 — sprawdzenie masy wy-
robu: 0.5 g, |

k) badania podgrupy C4:

— sprawdzenie wytrzymalo$ci na przyspieszenie state
— kierunek probierczy — obydwa kierunki wzdluz osi
wyprowadzen, mocowanie za obudowg,

— sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o stalej
cze¢stotliwo$ct — mocowanie za obudowg,

1) badania podgrupy C10 — sprawdzente wymiarow
wg rysunku 1 tabl. 1,

m) badania podgrupy DI — sprawdzenie odpornosci
na niskie ci$nienie atmosferyczne: temperatura naraza-
nia 25°C (poziom IIT i 1V),

n) badanie podgrupy B4 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na ple$n: po badaniu brak porostu plesni,

0) badanie podgrupy DS — sprawdzenic wytrzyma-
losci na mgl¢ solng: potozenie tranzystora dowolne,

p) parametry elektryczne sprawdzane w czasie 1 po
badaniach grupy B, C i D wg tabl. 5.

7. Pozostale postanowienia — wg BN-80/3375-30.00.

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom I, LIl i IV)

o ’ Metoda Wartosci graniczne
ARFGARING pomiaru wg ledno-
Lp. ::;:::iu PN.74/ Warunki pomiaru b BC 107 BC 108 BC 109
p T-01504 min max min max min max
1 Ices ark. 09 Uecr = 50 V, Ry = 0 nA — i5 e — —— —
Uceg = 30 V, Rgre = 0 —_ — — 15 —_ 15
2 U|BR)(‘£{) ark. 03 1.;- = 2 mA., ]s =0 45 — 20 — 20 =
3 U sr) a0 ark. 04 Ie =1 pA, Iz =0 6 s 5 - 5 _—
4 hag') ark. 01 le=2mA . Ug=5 V 110 480 110 850 200 850
' kl. A — 110 240 110 240 — —_
kl. B 200 480 200 480 200 480
ki. C — — 400 850 400 850
5 hae') ark. 01 I=10pA, Ucs=5V |kl A —_ — == — — -
kl. B — 40 = 4() —_— 40 —
kl. C — — 100 — 100 —
6 F ark. 46 !('= 0.2 mA, U(‘f: 5 V'.
R,=2k{); Af=30 Hz+ dB — —_ — — — 4
<+ 15 kHz
]c - 0.2 mA., U(‘E"—"- 5V,
R, = 2 k. dB = 10 — 10 —_ 4
S=1kHz, Af=200 Hz
') Selekcja na klasy wzmocnienia (A, B, C) tylko na zyczenie odbiorcy.
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Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom I, III, IV)

Omiaiariie Metoda Wartosci graniczne
Lp. literowe pomiaru wg Warunki pomiaru Jednostka| BC|107 BC{108 BC]109
parametru PN-74/T-01504 . . . :
min | max | min | max | min { max
] Uce sar ark. 02 Ic=10 mA, I5=0,5mA A% — 1025 | — | 025 — | 0,25
2 Use sa ark. 02 Ic=10mA, Iy=0,5 mA — 08| — 083} — ; 083
3 Uss ark. 01 Ice =2 mA, Ugeg=5V v 0,5510,7 055107 f055§07
4 | fr ark. 24 Ic = 10 mA, Ugg =5V
5 — 5 . 5 .
f= 100 MHz MHz 150 150 150
5 | Ceso ark. 22 Ues = 10 V; f = 1 MHz pF — | 4.5 — | 45 —
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III i 1V)
P Mistods Warto$ci graniczne
Lp. l't:rowe pomiaru wg Warunki pomiaru Jednostka BC 107 BC 108 BC 109
‘ PN-74/T-01504 : : .
min | max | min| max | min | max
| ICES ark. 09 U(_‘E‘_‘ 50 V, R,u: 0 A . 4 .
f“mh = ]250(: p o - o
U(‘g L= 30 V, R,sg = ()
tmy = 125°C S T e R B
Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, IlI, IV)
Oznaczenie Metoda Poder IRRERE JeOneang
literowe pomiaru wg Warunki pomiaru b ial;py Jednostka BC 107 BC 108 BC 109
parametru PN-74/T-01504 a _ : ,
min max min max min max
. “ark. 09 Uee = 50 V, Rse = 0 | BI, Cl, B3, B4, nA = | 15] | = § == | =
. _ BS5, C2. C4, C5,
Uce = 30 V, Rgeg = 0 C7. C9. DI') — — — 15 — 15
Uce = 50 V, Rge = 0 B6. C6. C8 nA — 751 — — — —
U('E = 30 V, Rm; =0 -— —_— — 75 —_ 15
Uce = 50 V, Res =.0 | C2) Ay | = al =] = | =} -
Uce = 30 V, Rge = 0 — _ — 4 — 4
hae ark. 01 Ie=2mA, U= 5V Bl. Cl. B3. B4, kl. A 110 | 240 | 110} 240 | — -
B5. C2. C4.C5
¢ p
C7. C9. DI') ki. B 200 | 480 | 200 | 480 | 200 | 480
kl, € — — 400 { 850 | 400 [ 850
B6. C6. C8 ki. A 90 | 290 90 | 290 — —
—| ki. B 160 | 580 | 160 | 580 | 160 | 580
kl. € — — 320 | 1020 { 320 {1020
c2Y kl. A 45 | — 451 — — —
—| kI. B 80 | — 80.] — 80 | —
ki. — — 160 e 160 —
'Y W czasie badania.
KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Insivineja opracowujaea sormy — Naukowo-Produkeyne Cen-
cun Pobtprzewodnikow,
i istotne zminny wostosunko do BN-72/3375-16.05 — doprowa-
cones poslanowicnia niniejszcp normy  do sgodnoscs 7 BN-8O/
;o T O,
Lo ormy  zwigzane
T 04350 Wyroby elektrotechniczne. Proby $rodowiskowe
SRLTLTA01503.2% Elementy  potprzewodnikowe. Zarys i wymiary.
Podstawa Bl
UNGT2ST503.35 Elementy pdprzewodnikowe. Zarys 1 wymiary,
Obdowa OV
SNSTEAT-01504.01 Tranzystory. Pomiar haie 1 napigeia Use
VNSTA/T-01504.02 Trunzystory, Pomiar napigé nasycenia Uce sa
bl
PNSTLE-01304.03 Tranzystory.
Doy cene Ulsry cone Uiy cex
PN-TAAT-01504.04 Tranzystorv. Pomiar napigé przebicia Uisr) cso

Pomiar napig¢ przebicia Uwr ceos

(I S
PN-TLT-01504.09 Tranzystory. Pomiar pradéow resztkowych [fcgr,
Fopse Lope 1 pragdu zerowego leeo
PN-7471-01504.21 Tranzystory. Pomiar A2 w zakresie m.cz.
PN-T4T-01504.22 Tranzystory. Pomiar pojemnosci Ceso i Crso

PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modutu |h2;d w zakresie w.cz.
i czgstotliwosci fr

PN-76/T-01504.46 Tranzystory. Pomiary parametrow szumow

PN-78/T-01515 Elementy pdiprzewodnikowe. Ogblne wymagania
i badania

PN-80/3375-30.00 Elementy poétprzewodnikowe. Tranzystory malej
mocy matej czegstotliwosci. Wymagania i badania

4. Normy zagraniczne
RWPG CT C2B 509-77 Tpansucropsl tHnos BC 107, BC 108,
BC 109 — norma zgodna.
5. Symbole KTM tranzystorow
BC 107 — 1156211401000,
BC 107TA — 1156211401012,
BC 107B — 1156211401025,
BC 108 " — 1156211402000,
BC 108A — 1156211402013,
BC 108B — 1156211402026,
BC 108C — 1156211402039,
BC 109 — 1156211403001,
BC 109B — 1156211403014,
BC 109C — 1156211403027.
6. Wartosci dopuszezalne tranzystorow — wg tabl. I-1 1 rys. I-1.

Tablica I-1

;I.p. (}”.luwm"ic Nazwa parametru Jednostka Wantasal dopesecziine
PSS | BC 107 BC 108 BC 109
I Licno napiweic stafe migdzy kolektorem a baza \Y% 50 30 30
21 e napigeie stale migdzy kolektorem a emiterem przy v 50 ' 30 30
Ry = 0 .
E 34 Cero mipigcie state migdzy kolektorem a emiterem \'4 45 20 20
i 4 | Uso napigeic stale migdzy emiterem a bazy A% 6 5 5
| 51 I prid staly kolektora mA 100 ‘
[ I Y prayd szezvtowy kolektora mA 200
! 74 s prad staly bary mA 50
E hd P cnlkowi'm moc wejsciowa (stata fub ércd‘n'ia) na mW 7 300
wazysthich clektrodach przy 1w = 25°C
. l !cmincruturu dacza 5 175
LI Y Joe lIemperatura oloczenia w czasie pracy °C -40 +~ +125
J LI temperatura przechowywania b -55++150
Rezystancja termiczna zlgcze — otoczenie Ruyj.. < 500 kfw

Rezystancja termiczna zgcze — obudowa

thj_" g._ 200 k/w

8L 107

BC 108

Be19)

o
[}

200

100

*

AN

-25 O 25 50

75 100 125 tamy [*C] 175
[BN-80/3375-30.01-1-1]

Rus. 1-1. Zalezno$¢ temperaturowa mocy strat od temperatury P = f{1)
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7. Dane charakterystyczne — wg tabl. 1-2 i I-3 oraz rys. 1-2+1-15.

!

Tablica 1-2

Typ tranzystora
Lp. s Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka BC 107 BC 108 BC 109
parametru ‘
min | typ | max | min | typ | max | min | typ | max
1 2 3 4 5 6 | 7| 81 9 +1w0 11| 2] 3] 14
1| Ices prad resztkowy |. Ucs=50V, Rys=0 nA — 0,2 151 — - e = = —
sokkiem Uce=30 V. Rpe=0 nA —| =] =] = lo2) 5] —102]| 15
2 Uisr) cxo napigcie przebi- |
cia kolektor — | Jero= 2 mA 1 451 — —_ 20 | — — 20| — —
emiter
3 | Usr eso napigcie przebi-
cia emiter — Teso = 1 pA Vv 61 — - SJ — — 5 — —
baza
4 | hud) statyczny wspot- [ = 10 pA kl. A — 90| — — 90 | — — — —
Wi ; ; - =5
oG T 1. L Vi [w sl = a0 1s0] — 1 a0 f1s0] — | 40| 150} —
nienia prgdowe-
' go w ukladzie kl. C — | =] = |lwo 20| — |100]| 270] =
:’:iﬁ"'"cg" S = 2 mA o] — | 4so| 110 | — | 850 | 200 | — | %50
Ueeg =5V kl. A _ 110 § 180 | 240 110 180 | 240 — — —
ki. B 200 § 290 | 480 § 200 | 290 | 480 | 200 | 290 480
kl. C — — — | 400 | 520 | 850 | 400 | 520} &S50
Ie= 100 mA?) kl. A — 120 — — 120 — _— — -
Cge= 5% k. B| — o {20 — | — (W] o~ —F —] —
kl. C —_ — — — 380 — —_ — e
5 | Use napi¢cie  stale Ic = 0,1 mA
emiter — baza Uen =5V b = § U = ~ pha] — | = 33—
ke = 2 A v 0,55 0.62] 0.7 | 055 {062 |07 [055]062] 07
Ucg =5V
Ic = 100 mAz‘)
’ \ or = 5% v —~ o083 — | — o3| — | -1 =] —
6 | Ucek napigciec kolan- Iey = 11 mA 3
kowe?) Ue=1YV Vv — 1 03 0,6 — 10,3 0.6 — 0.3 0.6
Ieo = 10 mA
7| Ucksa napigcie nasyce- | Ic = 10 mA .
nia kolektor — In = 0.5 mA \'% — 10,09 0.20 0,09 | 0,20 0.09] 0,20
emiter ;
](' = 100 mAz)
=5 mA v —Jo2 o6 [ — 0206 | — | —| —
% | Pt RS g o S5 R v — |07 083 — lo7 |08 | — 07| 083
nia emiter — Is = 0,5 mA
baza
Ic = 100 mA?) ' :
Iy = 5 mA \Y% — | 09 105} — |09 1,05 | — — —
9 | hut) matosygnatowa Ie = 2 mA 16| — | 85 16 | — 15 32 | — I3
zwarciowa im- Uk =5V
. . . 3 B 4; ls B 4» = = m—
pedancja wej- | f= 1 kHz kl. A k() L W ? . P :
sciowa w ukla- kL. B 3,2 6.0 8,5 3.2 6.0 8.5 32 6,0 8.5
dme Fxpllnegn kl. C — | =1 — 6o foo}| 1560} o0l 15
emitera §
10 l‘hm') matosygnatowy Ic = 2 mA kl. A — 1.5 — - 1,5 — — o —
Zwarciowy
wspdtczynnik Ue=5V kl. B xX10™ — 201 — - 2,0 _ — 20 —
przenoszenia
napigciowego w | f = | kHz ki. C — | -} -} =30} — | — |30 —
uktadzie wspdl- '
nego emitera
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Rys. I-2. Charakterystyka wyjsciowa Ic =flUcg)

I3 — parametr

6 Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30.01
cd. tabl. I-2
. Typ tranzystora
Lp. fanaezenic Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka BC 107 BC 108 BC 109
parametru -
min | typ [max | min |typ | max | min | typ | max
] s 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1T hne') matosygnatowy Ic = 2 mA 125 } — 500 | 125 | — | 900 [240 | — | 900
zwarciowy
wspotczynnik - U =35V kl. A 125 |1 220 260 ; 125 220 | 260 | — — —
przenoszenia — : '
pradowego w | f =1 kHz kl. B 240 | 330 |500 § 240 {330 | 500 | 240 | 330 | 500
ukladzie wspol-
nego emitera kl. C — — — | 450 (600 | 900 {450 § 600 | 900
M2 hxd) matosygnatowa Ic = 2 mA — — 60 | — — 1o | — — 110
rozwarciowa ;
admitancja Uce=5V ki. A -— 18 30 | — I8 30 | — — —
wyjéciowa w uS :
ukladzie wspol- | f = 1 kHz kl. B — 30 60.1 — 30 60 | — 30 60
nego emitera
: kl. C — — — - 60 | 110 | — 60 | 110
13 fr czgstotliwosé Ic = 10 mA
graniczna U= 5V MHz 150 { 300 | — 150 300 | — 150 {300 | —
f = 100 MHz
14 Ceao pojemno$¢ ztg- Ues = 10 V, It =0
cza kolektor — | f =1 MHz | PF éd o e %3 | 43 - 4 | %2
baza
15 Ceso pojemnos$¢ zig- Ugg = 5V :
cza emiter — | f= 1 MHz P - B gl T " I - -
baza
16 F wspolczynnik Ic=0,2 mA, f=1kHz
szumow R,=2k), Ueg=5V — 2 10 - 2 10 — 2 4
Af = 200 Hz dB
Ie = 0,2 mA
Re=2kQ,Ucg=5V — - —— — — — — 2 4
f=30Hz+ 15 kHz
') Selekcja na klasy wzmocnienia (A, B, C) tylko na zyczenie odbiorcy.
?) Pomiar impulsowy: 1, < 300 us, 6 < 2%.
'} Okreslenie napigcia kolankowego Ucex wg tabl. I-3.
I BCH
et > BC107 Py | lso B 08
g b1 4 [mA] 70 tamb =257
ot 33 tamb= 25T 60
c 30 12
25 =150
40
6 20 s
15 30
2 i 4 e i e 2
Ig=5uA I.=‘ﬂmli
o 0
1D 20 30 40 50  Uge[V] 4 8 12 16 20 24 Ugs V]

[BN-80/3375-30.01-1-3]

Rys. I-3. Charakterystyka wyjsciowa Ic = f (Ucg)
Ip — parametr
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BC 107 ‘ 7
BC 102 %% :gs
t I¢ | 8c 109 - BC 108
MA] tnnbzzs.t
Ueesat ly=05mA
[v] | tamb=d5T
!
100 1
18 I
iV
80 — 2 0.2 |
t—l"nn
— 0,8
50 st
0.s f
0,4 /
40 — 61
! Ig=0,2mA _
Ty
N 1
20 ) i
0 0
04 03 1.2 16 UgelV] 16~ 10° 10* 102 I [mA]
[ BN-80,/3375-30.04-1-4] [BN-80/3375-30.01-1-6 |
Rys. I-4, Charakterystyka wyjSciowd Ie = f(Ucs) Rys. 1-6. Zalezno$¢ napi¢cia nasycenia Ugew od pradu kolektora
Iz — parametr Ucesa = flc)
BC 107
- 3
BC U
ﬁ']ﬁ BC 199
(o W
mA] Ugg = SV Ig=0,5mA
tamb=25"C 03 tamb=25°C h
5 ‘ s
’
D'G IM f
M
L/ {
2 04 P
0 0,2 -
62 04 08  D8Ug[V] RS 10’ 102 I [mA]
[BN-80/3375-30.01-1-5] [BN-80/3375-30.01-1--7]

Rys. 1-7. Zalezno$¢ napigcia nasycenia Usprw od pradu kolektora
Rys. I-5. Charaketrystyka przejéciowa Is = f(Usg) - Usesa = fc)
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BC 107
[p¥]| Bc 108 |
7p8L10 | BC 107
FE M 08¢ fod p
= 1 l
amb = 25°C (il Tra =457
SE Uep=20V 7
| ' 0 L2
& qﬂ/
3 = - . »
va
z ml #/
o A
1071t d
10'2 4 610° 2 4 6 10 Uglv) i) 50 100 tomb[*C] 190
[BN-80/3375-30.01-1-8 | [BN-80/3375-30.01~1-40 |
Rys. I-8. Zalezno$¢ pojemnosci zacza kolektora od napi't;cia Ucs ;
Ceso = f(Ucs) Rys. I-10. Zaleznoé¢ temperaturowa pradu zerowego Icso = f(Zams)
BC 107
1,5{ BC 108 H
8C 109
bl
hyyg h"‘%ﬂ
(nonn) Uee =5V
tomb=25°C
L -
& - '
i hije [8c 107
B 109
: 2.0
’ _ tnuh'ZS'C
Ig__‘ 2mA ";I!L
MT/ , ' L |
' *—.t
et hy w
100 —
| .
! 'lso -
1
1002 10 9° 101 Ic [mA] 0 SV 10 20 30 U (V]
[BN-80,3375-30.01-1-8 | (BN-80,/3375-30.01-1-11)

Rys. I-11. Zalezno$¢ parametréw macierzy hy od napi¢cia kolektor —
Rys. I19. Charakterystyczny ksztalt przebiegu znormalizowanego ' emiter

wspolczynnika wzmocnienia priadowego ' hy = f(Ucs)



« Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30.01 9

BC 107
BC 108
g8C 108

8
6 Uge= 3V
4 :

tamb=25°C

10°

ht

nt 2 4 b

Rys. I-12. Zalezno$¢ parametrow macierzy h; od pradu kolektora

& 10°

2 & Ip[mA] 10!

[BN-80/3375-30.01-1-12
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Tablica I-3
Nazwa P ‘' Oznaczenie
Okreslenie ;
parametru literowe
Napigcic wartos¢ napiecia kolektor — emiter wyznaczona przez okreslona war- Ucek
kolankowe to$¢ pradu kolektora I¢; na takiej charaketrystyce wyj$ciowe]j tranzysto-

ra Ie = f(Ucg) przy Iy = const, ktora przechodzi przez punkt:
Ier = k[c'z, U('E — okreslone (I’lp. k = L.k UCE = | V)

/ Ig = const
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